








ている。我々の研究により、 Si(l1）上への InSb単分子層(InSbbi-layer）を介して InSb層を成長













法における面内 30° 回転による AllnSb/Si界面の格子不整合緩和という観点からは、 x=0.62
で格子不整合がおよそ 0となる。このため、 x=0.1～0.65程度の範囲で 30° 回転AllnSb薄膜
を結晶性良く形成できるかについて検討を行った。
図 1はそれぞれAl組成比を変えた2つの試料についての XRD2 8 I wスキャン測定結果で

































る上下ba町ier層としての Alxln(l-x)Sb薄膜の Al組成は x=0.15とした。このデバイスの電気特
性について測定を行ったが、ソースードレイン聞のリーク電流が大きくゲート電圧による電
流制御ができなかった。各積層について検討の結果 AllnSb層のキャリア密度が 1×lOA1s/cm2
程度と高すぎることが問題であると分かつた。原因は現段階で不明であるが、積層界面にお
ける欠陥もしくは不純物の混入によるものであると考えられる。対応策としては成長条件の
見直し、または、大きなバンドギャッフ。を持つ高Al組成層の導入を検討する必要がある。
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今年度の研究成果から期待される今後の展望
本年度は我々の特色的な表面再構成制御を利用した量子井戸トランジスタ構造の試作（図
3）を実際に行った。各層のAl組成及び、膜厚等をある程度任意に設定できるようになり、且
つ XRDによる測定において良好な結果を得ることができた。しかし、 AllnSb層の高いホー
ル密度が問題となっている。薄膜成長条件及び、 FET作製プロセス行程の見直しを図ること
で、未だ世界的に報告例の少ないInSb帽basedデバイスの Si基板上での実現が期待される。
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